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(54) Zpisob vyroby kontaktd k obvodovym prvkim systémd bipoldrnich integrovanych obvodd
v pevné fézi

Vynélez se tjkd zplsobu vyroby kontaktd k obvodovym prviim szstémﬁ bipoldrnich integ-
rovanych obvodd v pevné fézi s neplandrnimi vrstvami kysli¥niku k¥emiitého na povrchu
k¥emf{kové désky. \

Systémy bipoldrnich integrovanych obvodld v pevné fézi (IOPF); vyrédbé&né v soudasné dobé&
se mimo Jiné vyzna¥uj{ tim, %e po vytvo¥eni obvodovych prvkl je povrch kysli&niku k¥emi-
&1tého na k¥emfkové desce zna¥n¥ nerovinny. Nep¥. v oblasti bdze je tlouXika vrstvy kyslid-
niku k¥emi¥itého n¥kolikandsobn¥ v&t¥{ ne¥ v oblasti emitoru., Ddle rychlosti lepténi
vretev kysli¥nfku k¥emi¥itého v jednotlivjch oblastech jsou podstetnd odliné. V ddsledku
odli#nych tlou¥t¥k a odliZnych rychlosti leptdn{ vrstev kysli®niku kiemi&itého v oblasti
ﬁéze a emitoru dochdz{ p#i fotolitografickém vytvdF¥eni kontaktovacich okének k témto
oblastem k tvorbd komplikovanfch anebo negetivnich profild schodkd ve vratvgch kysli&niku
kfemié;tého. Komplikovené e zejména negativni profily schodkd ve vretvéch kysli&niku kie-
mi&itého Jsou potendiﬁlnim zdrojem poruch hlinikové propbjovaci sit& v ddsledku zeslabeni
,neb& 1 p¥erufen{ vodivfch drah na t&chto schodecich. V disledku negetivnich profild schodkd
ve vrastvdch kysli¥nfku k¥emi¥itého dochdzi rovné¥ k tvorb& dutin pod vodivymi drahami.

Tyto dutiny jsou zdrojem dal¥fch poruch, které zpisohuj{ zbytky elektrolytd pouZitych

b&hem vyrobniho procesu.

200 095



Uvedené nevyhody odstranuje zpisob vyroby kontaktl k obvodovym prvkim systémi bi-
poldrnich integrovanych obvodl v. pevné fézi s neplandrnimi vrstvemi kyslidniku k¥emi&itého
na povrchu k¥emikové desky podle vyndlezu v podstaté tdm, %e neplandrni vrstvy kysliéniku
k¥emi&itého se odleptaj{ a na obnafeny povrch k¥emikové desky se chemicky z plynné féze de-
ponuje plandxni vrastve fosforsilikdtového skla s obsahem do 8 % molérnich<ﬁysliéniku fodfo-
reénéh&, kterd -e_vyiihé pfi teplotd de 100 °C, nade? sePlaskovéni a vyleptédni kontakto-
vacich okének deponuje metalickd vrstiva kontaktd a propojovaci sité&,

Chemicky deponovand a v suchém kysliku vyZihend vratva fosforsilikdtového skla mé
dobrou elektrickou pevnost, pasivedni vlastnosti s stabilitu rozhrani sklo-k¥enfk. DelZi
jej{ pFednosti je velmi maly gradient koncentrace kysliiniku fosforedného ve sméru kolmém
na rovinu k¥emikové desky ve srovndni s termicky vytvofenym fosforsilikdtovym sklem, Vy=
ufitim vynélezu je mo¥no doséhnout optimdlnich podminek pro vytvo¥en{ spolehlivé hlinfkové
propojovaci sit& k obvodovym prvkim integroianjch obvodd v pevné fézi, kterd podstatnd pi-
sobi na zvyEen{ Zivotncsti a dlouhodobé spolehlivosti zejména vﬁkonovich integrovanych
obvodld v pevné fézi. A S ’ .

P¥iklad vyuZit{ vyndlezu p¥i vyrobéd integrovaného nizkofrekvendnihe vikondvého zesi-
lova¥e v pevné fdzi je popsén v ndeledujicim odstavci. PNP tranzistory v touto'integrova-
ném obvadu jsou realizovdny jako laterdlni transistory s pom&rn& pi¥{snymi ndroky na proudo-
vy zesilovaci ¢initel a zdvérné nep¥tf, Jmenovit¥ z4v&rné nap&ii kolektor-emitor. ‘roudovy
zesilovaci &initel laterdlnich trenszistord je vyrazné ovliviovédn kvelitou rozhranf ki¥emfk-
-kysliénik“k¥emility a povrehu l§}ténu.

Neplandrni vratvy kysliénikg kfemi&itého, vytvo¥ené na povrchu k¥em{kové desky se
systémy integrovanych obvodd v pevné fdzi bdhem vyrobniho procesu, se odleptajf v pufro-
vené kyseliné fluorovodikevé, foté se ki'emfkovd deska dlkladnd omyje. Potomse provede
depozice vrastvy kynliéniku kifemiéitého oxidaci silanu & foafinu kysllkem p¥i teploté&

400 °c, Tloué%ka vystvy .kisli€nfku k¥emilitého je asi O S/um a obsah kysliiniku fosfo-
reéného 5 % moldrnich. Kf¥emikovd deska s deponovanou vrstvou kyslidniku k¥emi&itého se vy~
!ihi»v suchém kysliku p¥i teplot& 900 °C po dobu 20 minut. T{im dojde ke tvorb& fosfor-
silikdtového skla poZedovanych vlastnost{. Po maskovdni a leptﬁni se b&¥inym zplsobem vy-
tvof{ hlinikové kontakty a propojoveci s{¥. Takto vyrobené integrovené nizkofrekvenini
vykonové zesilovade v pevné fézi vykazuji prakticky nezm¥nné parametry po 5 000 hod.
provozu.

Zplisob vyroby kontaktd k obvodovym prvkim systémd bipoldrnich integrovanych obvodd
v pevné fdzi podle vyndlezu je zvldft& vhodny pro vytvéfeﬁi kontaktd slo?itych vykonovych
integrovenych obvodd v pevné fézi s velkou hustotou obvodovych prvkd na jednotku plochy.
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Zplsob vyroby kontaktd k obvodovym prvkim systémd bipolérnich integrovanych obvodd
v pevné fdzi s neplandrnimi vrstvami kysli¥niku k¥emi¥itého na §ovrchu k¥em{kové desky,
vyznafeny tim, ¥e neplandrn{ vretvy kysli¥niku k¥emi&itého se odleptaji e na obnaZeny
povrch k¥emikové desky se chemicky z plynné féze deponuje planérni vrstva fosforaiiikéto-
vého skla s obsshem kyslidniku fosforeiného do 8% moldrnich, kterd se vy#fhd p¥i teplotd

1000 °¢, ny%e% se po maskovéni a vyleptdnf kontaktovacich okének deponuje metalické
, vretva kontaktl a propojovaci s{t¥.
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